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はじめに：有機薄膜の結晶成長機構を調べることは，有機半導体薄膜の構造と機能の制御の

ために重要である。また，オリゴチオフェンは，アルキル基を付与することにより，可溶化し，

結晶性とデバイス特性が向上することが知られている。これまでに我々はアルキル基を付与す

ることにより、島状成長から層状成長になりホール移動度が向上し、C10 まで伸ばすと島状成

長に戻り、ホール移動度が低下することが分かった。さらに、層状成長する C4において基板に

対しての初期過程と 3 層目以降で面間隔が異なることを明らかにした。本研究では，さらにア

ルキル基を伸ばしたC12の物性と初期過程で異なる面間隔を示すC6について結晶成長機構を明

らかにし、アルキル鎖長が薄膜の結晶成長に及ぼす効果を明らかにすることを目的とした。 

実験：試料としてアルキル基の長さの異なるα,ω-

クオターチオフェン(Dn-4T, n=C0, C4, C6, C8, C10, 

C12)(Fig. 1)を合成した。合成には鈴木・宮浦クロス

カップリング法を用い，薄膜の作製は真空蒸着法で

行った。基板は自然酸化膜付き Siウエハ，蒸着時の

真空度は 4.0×10
-4  

Pa，基板温度は 25 ℃であった。

薄膜の構造評価には 2 次元斜入射 X 線回折

(2D-GIXD)法を用いて，SPring-8，BL19B2で薄膜形

成過程のリアルタイム 2D-GIXD 測定を行った。回

折測定に使用した X 線のエネルギーは 12.39 keV，

入射角は 0.12 °とした。 

結果：得られた典型的な X 線回折パターンを Fig. 

2 に示す。回折パターンの解析によって，薄膜結晶

の格子定数を決定した。Fig. 3 に C6の AFM像を示

す。左の図が平均膜厚 1.5 nm で右の図が平均膜厚

2.5 nmである。2層目以降で面間隔が大きくなり、d 

(001)に由来する高さになることが分かった。これに

より 1層目では基板との相互作用により分子が傾い

ていることが示唆される。 

Fig. 1 Molecular structure of  

α,ω-Dn-quaterthiophene, 

(n=C0, C4, C6, C8, C10, C12). 

 

Fig. 2 2D-GIXD pattern of DC10-4T thin film. 

Fig. 3 AFM images of DC6-4T thin films. 
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